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MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesién de un .

PATENTE DE INVENCION

soliciTANTE:  FAGOR ELECTROTECNICA S.Coop., de
nacionalidad eppaficla

REsiDENCia, D~ San Andrés s/n.-MONDRAGON (Guiptizcoa)

INVENTOR: J.R. RUIZ ULECIA, que cede sua derechos
a la emprasa solicitante

" L '
ENUNCIADO: T O TDIMIENTO DE FARRICACION DE DIODOS

DE SILICIO,ENCAPSULADOS®
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Lz presente memoria descriptiva tiene
como fin la declaracién del objeto sobre el cual ha de re-
caer el privilegio de explotaeién industrial y comercial ex-
clusivo en el terpritorio nacional de una Patente de Invencifn
de acuerdo con la vigente Legislacién sobre Propiedad Indus-

- trial que, como el enuncizdo indica, se trata de "PROCEDIMIEN

TO DE FABRICACION DE DIODOS DE SILICIO ENCAPSULADOS",

El presente invento hace veferencia a
tn nuevo procedimiento de fabricacién de diodos de silicio
encapsulados para su utilizacifn en circuitos electrénicos e
industrialee de baja potencia, asegurando una calidad unifor-
me y una gran estabilidad de las caracteristicas aléctricas
tanto en sentido directo como en el invereo.

Estos diodes llevan una tableta de gili-
eio aprisionada entre dos terminales de contacto y una cfpsuld
de vidrio que cierra y sujeta el econjunto.

De azouerdo con la presente invencién la
tableta se forma a partir de un pavalelepfpedo de silicio
renseristalino, de un primer tipo de conductividad, el cual
ge pecubre por una de sus caras, salvo por una zZona de esta,
de un material que actfe como pantalla de difusidn frente a
los materiales que se empleen para formar la zona del segundo
tipo de conductividad., Egta zona se forma, bien sea por difu-
2ibn o por aleacidn, en la parte del cristal no protegida por
la pantalla mencionada.

Sobre dicha zona desprovista de recubri-
niento de &xido se pone un montfculo de plata o aleacidn de
ésta para contacto del terminal con la zona de segunda de con-
ductividad, y entre esta zona y el monticulo se intercala una

capa met&lica que rebosa sobre el recubrimiento de 6xido por-
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mitiendo a la mejora del antedicho contacto.

Se procede al encapsulado de la table-
ta con aprisionamiento entre dos cabezas de terminales solda-
dos en los extremos del cilindro de vidrio, Este aprisiona-
nmiento se produce con el enfriamiento del vidrio.

Dichos terminales constan de una cabsaza
goldada a un alambre conductor, pudiendo ser la cabeza de ma~
teriales conductores diversos como hiervo o aleaciones de hie-
rro aon un recubrimiento de otros metales ¢ bien de material
homogéneo.

Para comprender mejor la naturalesza
del invento en el plano adjunto hacemns una representacién
esquenftica de su utilizacifn, no siendc en absoluto limita-
tiva y susceptible por ello de las modificaciones accssorias
que no alteren las caracteristicas esenciales,

La figura 1 muestra el paralelepipedo
de silicio manocristalino de la tableta con el recubrimiento
de 6xido por una cara.

La figura 2 muestra formada la zona de
segunda tipo de conductividad (5) de la trbleta,

la figura 3 corvesponde a la tableta de
silicio con el montfoulo (8) de material conductor.

La figura % ez en posicibn de montaje
la tableta con los terminales.

La figura 5 muestra ia tableta de sili-
cio encapsulada de acusrde aen el presante procedimiento,

En ellas se anotan las siguientes parti-
cularidudes:

1.~ C&psula hermética de videioc

2,- Terminales
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3.~ Tableta de silicio

4.~ Paralelepipedo monocristelino de

silieio

5.- Zona difundida de ailicio

6.~ Capa de material aislante

7.~ Capa intermedia

8.- Montfeulo

9.~ Cabezas de terminales (2)

10.~ Ventana

En esencia los diodos a fabricar de
acuerdo con el presente procedimiento constan de una tableta
de silicio monceristalino (3), alojada dentro de una cépsula
hermética de vidrio (1) y provista de sendos terminales (2),
soldados a través del vidrio, que presionan sobre las dos ce-
ras de la citada tableta (3).

De acuerdo con la invencifn, la tableta
de silicio (3) se forma sobre el parulelepipédo monocriatali-
no de silicio (4), de un primer tipo de conductividad, afia-
diendole & una de sus caras la capa de material aislante ade-
cuado como pantalla de difusién (6), pero dejando sin cubrir
una zona de la miema que queda en forma de ventana (10)
~ver figura 1-., Este matarial (6) en general consistir& en
diéxido de silicio.

A continuacién se expone el silicio
situado debajo de la citada ventana (10) a la accidn de un ma<
terial dopante que da lugar a la zona localizada (5) de un
segundo tipo de conductividad -ver figura 2-,

Sobre la ventana y rebasando ligeramen-

te sus bordes por encima de la capa de 6xido (6) se incorpora

la capa de nfquel (7), y sobre éste ge coloca el montfculo de

Mod 7



10

15

20

25

30

-5

de material conductor (8), por ejemplo plata o aleacidn de
plata tal como se aprecia en la figura 3. =i que la cupa de
nf{quel (7) vrebase la ventana (10) tiene por objeto lograr un
efecto de apantallamients, reduciendo el campo elScirico donde
la unién p-n emorgs a la guperficie,

IZ1 contacto a la tablata (3) se realiza
por medio de dos terminales (2) que presionan sobre la misma
uno por la cara desnuds de la tableta (8) y ¢l otio soive el
wontfculo conductor (8). La presién se logra por lu contracd
cibn de vidrio al enfriarse despuds de haber soldado los tepr-
mirales (2) al miswo.

Los terminales {2) coxstan de la cabaza
(9) de material soldable al vidrio y de un alambre soldado a

ésta. La cabeza (9) pusde ser de maierial diverso, por ejemd

Plo hierrv o aleaciones a base de hierru, niquel, cobre mang:
nego precubierto de una gamisa de cobre o bien material homog::
neo como molibdeno, tungsteno o aleaciones & base de hierro,
niquel, cobre, manganeso, etc.

2l vidrio utilizade ssterd en funaidn
del material del terminal con vistas & i Sptima adaptacidn
de cooficlentes de dilatacida.

Dagorita suficientemente la naturaleza
del presente invento, agi couo su realizaeibn industrial,
c6lo cabe afiadir que en su conjunto y partes constitutivas es
posible introducir cambios de forma, materia y disposicién en
cuanto talss alteraciones 1o supongan variacidn sustancial del
wlamo.

Fl solicitante, al amparo de Jos Conve=-
nios Internacionales sobre Propiedad Industrial, se reserva el

deracho de extender esta demanda a los paises extranjeros si
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f uera posible, reivindicando la misma prioridad de la presen-
te solicitud.

Igualmente el solicitante se reserva
el derecho de introducir en la presente invencién cuantos
perfeccionamientos sobre la misma puedan derivarse mediante
la solicitud de los correspondientas Certificados de Adieidn
en la forma sefialada por al Ley.

NOTA

La Patente de Invencién que se solicita

como nueva en Espafia por veinte afios, da acuerde con la vigen

te Legislacién sobre Propiedad Industrial, deberf recaer so-

bre "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE DYIQLOS DL SILICIG ZHCAP-

SULADO", en todo de acuerdo oon las gigulentes:
REXIVINDICACIOGNLS

1.~ Procedimiento de fabricacién de dio
dos de silicio encapsulados, caracterizado porque se forua la
tableta de silicio del diodo a partir de un paralelepipedo
de silicio monocristalino, de un primer tipo de conductivida
recubriendolo de un material apropiado eomo pantalla de difu-
eién por una de sus caras salvo en una zona de #sta y consi-
guiendo bajo esta zona que por difusidn o aleacidn de un
determinado material, pase el silicio a ser de un gegundo ti-
po de conductividad.

2.~ Procedimiento de fabricacidén de dio-
dos de gilicio encapsulados, en todo de acuerdo con la ante~
rior reivindicacién, caracterizado porque sobre la zona sin
recubrir del material que actda como pantalla de difusién se
incorpora un montfculo de material conductor que permite po-
ner en contacto la cabeza de un terminal con la zona del

gsegundo tipe de conduetividad.
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3.~Frocedimiento de fabricacién de
diodos de silicio encapsulados, en todo de acuerdo ¢on la
segunda reivindicacién, caracterizado porque el material de
montioculo consiste en plata o una aleacidén a base de plata.

4,~ Procedimiento de fabricacién de

diodos de silicio encapsulados, en todo de acuerdo con las

anteriores reivindicacions, caracterizado porque entre la zoma

sin recubrir de material apantallador y el monticulo se intel

cala una capa metflica para mejorar el contacto.

5.~ Procedimiento de fabricacién de
diodos de silicio encapsulados, en todo de acuerdo 6on las
anteriores reivindicaciones, caracterizado porque a la cupa
notflica se la hace rebasar sobre la zona s$in recubrir de ma
terial aislante de la tableta y se prolonga parcialmente sob:

el recubrimiento de 8xido.
6.~ Procedimiento de fabricacidn de dio

dos de silicio encapsulados, en todo de acuerdo con las ante
riores reivindicaciones, caracterizado porque la presién de

las cabezas de los terminales sobre la tableta se obtiene co
consecuencia de la contracceidn del vidrio al enfriarse despu

de soldar los terminales.
8.~ Procedimiento de fabricacién de dio

dos de silicio encapsulados, en todo de acuerdo con las ante

riores reivindicaciones, caracterizado porque los terminales

conductores constan de una cabeza cilindrica soldada a un dip-

do alambre conductor.
9.~ Procedimiento de fabricacibn de dio

L 3

dos de silicio encapsulados, en todo de acuerdo con las ant
res reivindicaciones, caracterizado porque la cabeza oilin

ca de los terminales puede estar constituida por un nlcleo
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| @ilfndrica puede estar consgtituida por material homogéneo comb

hierro o aleaciones a basa da hierro, niquel, codbre, manga-
nego, recubiexto de una camisa de cobra.

10.~ Procedimiento de fabricacién de
diodos de silicio encapsulados, en todo de acuerdo con las

anteriores reivindicaciones, caracterizado porque la cabeza

molibdeno, tungsteno ¢ aleacionss a base de hierro, niquel,
cobre y manganeso especialmonte.

11.~ "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE
DIODOS DE SILICIO ENCAPSULADOS™

Seg(n queda sustanclalmente desorito en
la presente mwemoria descriptiva que oonsta de ocho hojas me-

canograffiadae por une gola cars, agompalt de sus correspon-
dientes didbujos.
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